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背景 

我々はこれまで磁気光学結晶を用いることで，比較的低侵襲に高周波回路から発生する磁場の二次元分布

を観測する手法を開発してきた．また，昨今の通信産業の急速な発展に伴い，漏洩磁場の可視化だけでなく

軟磁性材料を用いたノイズ抑制などの応用研究も重要性を増している．しかし既存の磁性材料の多くは GHz

帯といった高周波帯での応答が小さく，今後のさらなる高周波化によって応用困難な状況の到来が予想され

る．これを打破するためにも磁性材料の高周波帯における特性に対して深い知見を得ることが必要不可欠で

ある．そこで本研究では，高周波回路（MSL : Microstrip Line）から発生した磁場によって軟磁性材料を励起

状態にし，そのときの磁性体の応答を磁気光学 Kerr効果によって観察した． 

方法 

 本研究では Tamaruらの手法 1)を参考に，高周波ポンプ-光プローブ法による測定系を構築した．プローブ

光源には Ti:Sapphire レーザー（繰り返し周波数 : 約 84MHz）を用いた．レーザーの発振タイミングに同期

させた高周波信号発生器から MSLへパルス変調信号を伝送することで，MSL上に設置した磁性薄膜は磁気

的に励起される．この励起状態を磁気光学効果の一つである極 Kerr効果を用いプローブ光の偏光軸の回転

として観測した．なお，励起信号と同様にパルス変調された光信号はバランスフォトディテクトで電圧信号

に変換した後にロックイン検出した． 

結果 

 磁場中 RF スパッタリングにより成膜した CoZrNb(100nm)/SiO2(25nm)

の 4層積層膜を MSL上に設置し，高周波信号（1.2GHz, 15dBm）とプ

ローブ光（波長 : 800nm, パルス幅 : 23.5fs）を用いた二次元イメージン

グを取得した（Figure 1）.これまでに我々が得ている知見 2)では磁性ガ

ーネットの励起状態は MSLのエッジ付近に局在していたが，今回の研

究によって CoZrNb薄膜の励起状態は MSLのエッジに局在せず広がり

を持っていることが確認できた． 
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Figure 1 イメージング結果 

領域 3mm 3mm，分解能 0.05mm 
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